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1. Радіаційно- та деформаційно-стимульовані зміни властивостей приповерхневого шару кристалів p-Si

2. Radiation and strain-stimulated changes of the p-Si crystals surface layer properties

Реферат:
1. Робота присвячена дослідженню процесів перебудови дефектів приповерхневого шару кристалів p-Si,
стимульованих дією Х-опромінення та пружного механічного навантаження. Вперше виявлено ефект
"радіаційної пам'яті" в одновісно деформованих кристалах. Визначено глибини залягання енергетичних
рівнів структурних дефектів, перерізи захоплення носіїв заряду та їхні радіаційно-стимульовані зміни. На
поверхні (111) експериментальних зразків p-Si для сонячної енергетики вперше виявлено формування
агрегатів домішково-вакансійних комплексів та міжвузлових атомів у вигляді однаково орієнтованих
чотирикутних пірамід розміром від 1 до 10 мкм.

2. The work investigates a process of defect restructuring of p-Si crystals' surface layer stimulated by X-irradiation
and elastic mechanical stress. For the first time, the effect of "radiation memory" has been revealed in mono-axial
deformed crystals. The depths of the energy levels of structural defects, cross section of carrier capture and their
radiation-stimulated changes have been defined. For the first time, the formation of aggregates of impurity-
vacancy complexes and interstitial atoms in the form of equally oriented square pyramid (ranging in size from 1 to



10 microns) have been revealed on the surface (111) of the p-Si experimental samples for solar energy.
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